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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  光源の利用効率を向上させる。
【解決手段】  透過型や透過型、反射型併用の液晶表示
装置において、画素電極側ガラス基板上面の遮光領域部
分（ゲート配線、ソース配線、ＴＦＴ、画素反射電極等
のある部分）に、該遮光領域に入射した光源からの光を
光源側に反射させる反射膜２をパターンとして設け、そ
の上に絶縁膜3をパターンとして設け、この絶縁膜３の
上にＴＦＴ、配線等を構築する。光源から液晶表示装置
に入射し、その中の画素透明電極４aのある透過領域に
入射しなかった入射光は、反射膜2で反射され光源側に
戻り光源側反射板で反射され再び液晶表示装置に入射す
る。したがって、光の利用効率が向上すると共に、光源
の見かけの発光量を増加させることが可能となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  複数のゲート配線、該ゲート配線と交差
するように設けられた複数のソース配線と、該ゲート配
線とソース配線の交差部付近に設けられたスイッチング
素子と、該スイッチング素子に接続された画素透明電極
とを備えた透明基板を有し、透過モードのとき光源から
の入射光が透明領域を通して表示側に透過する透過型液
晶表示装置において、
前記透明基板上面の遮光領域部分に、パターンとして前
記光源からの入射光を反射させる反射膜を設け、該反射
膜の上に絶縁膜を介して前記スイッチング素子を構築し
たことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  複数のゲート配線、該ゲート配線と交差
するように設けられた複数のソース配線と、該ゲート配
線とソース配線の交差部付近に設けられたスイッチング
素子と、該スイッチング素子に接続された画素透明電極
及び外光を反射する画素反射電極とを備えた透明基板を
有し、透過モードのとき光源からの入射光が透明領域を
通して表示側に透過する透過型、反射型併用液晶表示装
置において、
前記透明基板上面の遮光領域部分に、パターンとして前
記光源からの入射光を反射させる反射膜を設け、該反射
膜の上に絶縁膜を介して前記スイッチング素子を構築し
たことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】  請求項１、２に記載の液晶表示装置にお
いて、
前記スイッチング素子は、薄膜トランジスタであること
を特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置の光
源利用効率を向上し得るようにした透過型又は透過型、
反射型併用液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】アクティブ駆動方式の液晶表示装置（Ｌ
ＣＤ）は、ガラス基板にマトリクス状に設けられた画素
電極と、画素電極の周囲を通り互いに直交差するように
配置された走査信号供給用の複数ゲート配線および表示
信号供給用の複数ソース配線と、ゲート配線とソース配
線交差部付近に設けられたＴＦＴ（薄膜トランジスタ）
等スイッチング素子と、これら画素電極側と液晶を介し
て対向配置された対向基板に設けたれた対向電極、カラ
ーフィルタ等で構成されている。
【０００３】上記スイッチング素子をＴＦＴとしたＴＦ
Ｔ駆動方式の１画素の構造は、図６に示すように、画素
電極４がゲート配線６、ソース配線７で囲まれ、ゲート
配線６とソース配線７との交差部に設けられたＴＦＴ５
のゲート、ソース、ドレインがそれぞれゲート配線６、
ソース配線７、画素電極４に接続された構造となってい
る。また、上記ＴＦＴ５の断面構造は、図７に示すよう
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に、ガラス基板１にゲート電極５ａを上記ゲート配線６
と共に形成し、ゲート電極５ａおよびゲート配線６を覆
う絶縁膜５ｂを施し、絶縁膜５ｂを介してゲート電極５
ａの上に絶縁半導体層５ｃ、半導体Ｎ+層５ｄ、５ｆ、
チャネル保護膜５ｅを順次形成し、半導体Ｎ+層５ｄに
ソース５ｆを、半導体Ｎ+層５ｆにドレイン５を形成
し、その上に保護膜５ｉを施した構造となっている。
【０００４】液晶表示装置には、図８（Ａ）、（Ｂ、）
（Ｃ）に示すように、透過型、反射型、半透過型（透過
型、反射型併用）がある。透過型は、ガラス基板１に形
成される画素電極が透明電極４ａとなっている。反射型
は、画素電極４が上面を乱反射面とした反射電極４ｂと
なっている。また、半透過型は、画素電極４が透明電極
４ａと反射電極４ｂで構成されている。通常、画素電極
４としての領域全体に透明電極膜を形成し、この透明電
極膜の上に反射電極４ｂを形成している。透明電極膜の
反射電極膜が重なっていない部分が上記透明電極４ａと
して機能する。透明電極４ａは図６に点線で示すように
反射電極４ｂの内側に設けられる。反射型および半透過
型のガラス基板１の下面には偏光板９が設けられてい
る。
【０００５】透過型、反射型、半透過型液晶表示装置の
対向ガラス基板１１の液晶１０側には、それぞれ対向電
極（透明電極）１２とＲ、Ｇ、Ｂ等のカラーフィルタ１
３が設けられており、対向ガラス基板１１の表示側には
偏光板1６が設けられている。なお、図示してないが、
対向ガラス基板１１にはＴＦＴ５等を外光から保護する
ためのブラックマスク（遮光膜）が設けられている。ま
た、ガラス基板１に設けられた画素電極４、ＴＦＴ５、
配線６、７等の液晶１０に接する全面および対向ガラス
基板１１に設けられたカラーフィルタ１３等の液晶１０
に接する全面にそれぞれ液晶１０の分子を所定方向に配
列させる配向膜が施されている。
【０００６】上記透過型液晶表示装置と半透過型液晶表
示装置は、図９、図１０に示すように、光源（図示省
略）からの光がガラス基板１に入射するようになってお
り、透明電極４ａが位置する透過表示部Ａに入射した光
は透過モードのとき装置表示側に透過する。透過型液晶
表示装置は、画素電極４が透明電極４ａで構成されてお
り、透過表示部Ａが広く、通常の環境で画質が最も良い
が、外光を反射させる反射板（反射電極）がないため太
陽下での視認性が悪い。反射型液晶表示装置は、画素電
極全体が反射電極４ｂとなっており、外光が反射電極４
ｂで反射するので外光下での表示の視認性は良いが、光
源を用いていないので暗部では表示が見えない。半透過
型液晶表示装置は、透過表示部Ａと反射表示部Ｃとを有
し、明／暗部ともそれなりに見えるが、透過／反射型に
比べどちらも劣る。
【０００７】また、半透過型液晶表示装置において、反
射電極に凹凸をつけ様々な入射角度の周囲光を表示光と
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して有効利用したもの、反射電極を透明絶縁膜を介して
透明電極の下側に設け、画素電極の反射領域と透過領域
での液晶層での光路長を近づけることにより画素電極の
反射領域と透過領域での液晶層での液晶層での光の特性
変化を揃えるようにしたもの（特許第2955277号）など
がある。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】透過型および透過型、
反射型併用の液晶表示装置は透過モード表示について、
光源側のパターンについては、入射光に対し影響を受け
る部分を遮光膜でマスクすること、表示領域以外の光漏
れを無くすことについて、十分な配慮を行っている。し
たがって、透過表示領域以外については光を透過しない
構造になっている。
【０００９】配線部に対し表示部が十分大きい、すなわ
ち透過率が十分に大きい液晶表示装置については配線部
での光損失は少ないが、高画素の透過型液晶表示装置に
ついについては配線幅そのものは変化しないため、相対
的に配線部の占める割合が大きくなり、透過率は下が
る。
【００１０】また、透過型、反射型併用液晶表示装置に
ついては、表示部分について、反射モードで使用する画
素部分は透過方向から見ると塞がっている形となるた
め、透過モードでの光利用効率、すなわち透過率が下が
ってしまう。
【００１１】これらの透過光が通過しない部分について
は入遮光が散乱、吸収され、画像表示に寄与しない。し
たがって、十分な明るさを持つ画像を実現するためには
光源自体の明るさを上げる、または透過率を上げること
が必要となる。
【００１２】光源の明るさを上げる場合は、消費電力が
増大し、消費電力を可能な限り少なくする必要がある。
透過型や反射型併用液晶装置をカムコーダー、デジタル
カメラ、形態情報機器等に対し、電力負担を増す結果と
なってしまう。
【００１３】本発明は、上記課題を解決するためになさ
れたものであり、透過表示画素以外の部分について光源
からの入射光を反射させ光源に戻すことにより、光源の
利用効率を向上し得るようにした透過型又は透過型、反
射型併用液晶表示装置を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】本発明は、複数のゲート
配線、該ゲート配線と交差するように設けられた複数の
ソース配線と、該ゲート配線とソース配線の交差部付近
に設けられたスイッチング素子と、該スイッチング素子
に接続された画素透明電極とを備えた透明基板を有し、
透過モードのとき光源からの入射光が透明領域を通して
表示側に透過する透過型液晶表示装置、または、複数の
ゲート配線、該ゲート配線と交差するように設けられた
複数のソース配線と、該ゲート配線とソース配線の交差
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部付近に設けられたスイッチング素子と、該スイッチン
グ素子に接続された画素透明電極及び外光を反射する画
素反射電極とを備えた透明基板を有し、透過モードのと
き光源からの入射光が透明領域を通して表示側に透過す
る透過型、反射型併用液晶表示装置において、前記透明
基板上面の遮光領域部分に、パターンとして前記光源か
らの入射光を反射させる反射膜を設け、該反射膜の上に
絶縁膜を介して前記スイッチング素子を構築したことを
特徴とするものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】実施形態1
図1に、本発明の実施形態1に係る透過型、反射型併用液
晶表示装置の断面構造を示す。この液晶表示装置は、画
素電極側のガラス基板１の、遮光領域となる部分の上
面、すなわち、ゲート配線６、ソース配線７、ＦＥＴ
５、反射電極４ｂ等が設けられる部分の上面に、光源か
らの入射光を光源側に反射させる反射膜２をパターンと
して形成し、さらに、この反射膜2の上に絶縁膜３をパ
ターンとして形成し、この反射膜2と絶縁膜３が形成さ
れたガラス基板１の上に、従来の透過型、反射型併用液
晶表示装置と同様に、ゲート配線６、ソース配線７、Ｔ
ＦＴ５、透明電極４ａ、反射電極４ｂ等を形成した構成
となっている。また、従来同様に、ゲート配線６、ソー
ス配線７、ＴＦＴ５、透明電極４ａ、反射電極４ｂ等の
液晶１０と接する面には配光膜８が施され、ガラス基板
１の下面には偏光板９が設けられている。また、対向ガ
ラス基板１１には、透明電極（対向電極）１２と、上記
ゲート配線６、ソース配線７、ＴＦＴ５等への外光を遮
断するブラックマスク１４と、液晶１０分子配列用の配
向膜１５、偏光板１６等が設けられている。
【００１６】上記ガラス基板１における配線、ＴＦＴ、
画素電極等の形成手順について説明する。まず、ガラス
基板１の上面に、従来反射電極４ｂと同様な素材、例え
ば、アルミニウム、銀等を用いてガラス基板１に接する
面が鏡面となるように反射膜をスパッタ法により形成
し、所定形状にパターニングして上記遮光領域となる部
分に反射膜２をパターンとして形成し、その上に感光性
の絶縁膜を塗布し所定のパターンに従って現像処理し、
反射膜２の上に絶縁膜３をパターンとして形成する。そ
して、このガラス基板の絶縁膜３の上に、ゲート配線
６、ソース配線７、ＴＦＴ５、画素反射電極４ｂ等を形
成し、絶縁膜３の無い部分に画素透明電極４ａを形成す
る。
【００１７】すなわち、上記反射膜２と絶縁膜３を設け
たガラス基板１の絶縁膜３の上にＴＦＴ５のゲート５ａ
とゲート配線を形成し、ゲート５ａとゲート配線の上に
絶縁膜５ｂを形成した後、画素電極領域となる部分全体
に透明電極膜４ａ'を形成し、その上に反射電極４ｂを
形成する。次に、ＴＦＴ５の半導体層５ｃ、チャネル保
護膜５ｄ、半導体Ｎ+層５ｅ、５ｆを順次形成し、ＴＦ
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Ｔ５のソース5ｇとソース配線７およびＴＦＴ5のドレイ
ン５ｈを上記透明電極膜４ａ'、反射電極４ｂと接続す
るように形成する。そして、ソース配線７とＴＦＴ５の
ドレイン５ｈに保護膜５ｉを施す。透明電極膜４ａ'の
反射電極4ｂが重なっていない部分が透明電極4ａとな
り、透過領域となる。
【００１８】上記透過型、反射型併用液晶表示装置は図
２のように、ガラス基板1上面の、ゲート配線６、ソー
ス配線７、ＴＦＴ５、反射電極４ｂ等のある遮光領域Ｂ
部分に、光源からの入射光を反射させる反射板２を設け
たので、従来遮光領域Ｂは光源光の反射領域Ｂとなり、
光源から反射領域Ｂに入った入射光は、反射膜２により
反射されて光源側に戻り、光源側の反射板により反射さ
れて再び液晶表示装置に入射する。
【００１９】図3は、上記透過型、反射型併用液晶表示
装置の光源装置２０を、光源２１と傾斜した反射板２２
とからなるエッジライト方式のバックライトとした例で
ある。この場合、光源２１は蛍光管、ＬＥＤ等で構成さ
れており、光源２１からの光は反射板２２で反射され液
晶表示装置（ＬＣＤ）に入射する。液晶表示装置の透過
領域Ａへの入遮光は透過光となる。一方、光源からの反
射領域Ｂへの入遮光は、反射膜２で反射され光源側に戻
り光源側反射板2２で反射され、再び液晶表示装置への
入射光となる。
【００２０】この透過型、反射型併用液晶表示装置は、
上記のように透過領域Ａに入射しなかった光源からの入
射光は反射膜２で反射され光源側に戻り、反射、集光す
る構造となっているので、バックライト光の利用効率が
向上すると共に、光源の見かけの発光量を増加させるこ
とが可能となる。
【００２１】実施形態2
図４に、本発明の実施形態２に係る透過型液晶表示装置
における画素側の断面構造を示す。この液晶表示装置
は、画素電極４が透明電極４ａのみで構成されている。
その他の構成は、上記図1の透過型、反射型併用液晶表
示装置と同様に構成されているので、図1に示したもの
と同一構成部分には、同一符号を付してその重複する説
明を省略する。すなわち、この透過型液晶表示装置は、
ガラス基板１の上面の遮光領域Ｂ部分に、光源からの入
射光を光源側に反射させる反射膜２と、この反射膜2を
覆う絶縁膜３とをパターンとして形成し、この反射膜2
と絶縁膜３が形成されたガラス基板１の上に、従来透過
型液晶表示装置と同様に、ゲート配線６、ソース配線
７、ＴＦＴ５等と、透明電極（画素電極）４ａ等を形成
したものである。なお、対向電極側の断面構造は、従来
透過型液晶表示装置と同様に、対向ガラス基板１１、透
明電極（対向電極）１２、カラーフィルタ１３、ブラッ
クマスク１４、配向膜１５、偏光板１６等で構成されて
いる。
【００２２】上記透過型液晶表示装置は図５のように、*
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*ガラス基板1上面の、ゲート配線６、ソース配線７、Ｔ
ＦＴ５等のある遮光領域Ｂ部分に、光源からの入射光を
反射させる反射板２を設けたので、従来遮光領域Ｂは、
光源光の反射領域Ｂとなり、光源から反射領域Ｂに入っ
た入射光は、反射膜２により反射されて光源側に戻り、
光源側の反射板により反射されて再び液晶表示装置に入
射する。
【００２３】上記透過型液晶表示装置の光源装置を、上
記図3のように、光源２１と傾斜した反射板２２とから
なるエッジライト方式を使用したバックライトとする
と、光源２１からの光は反射板２２で反射され液晶表示
装置に入射する。液晶表示装置の透過領域Ａへの入遮光
は透過光となり、反射領域Ｂへの入遮光は反射膜２で反
射され光源側に戻り光源側の反射板2２で反射され、再
び液晶表示装置への入射光となる。
【００２４】したがって、この透過型液晶表示装置によ
れば、上記透過型、反射型併用液晶表示装置と同様に、
バックライト光の利用効率が向上すると共に、光源の見
かけの発光量を増加させることが可能となる。
【００２５】上記ではバックライトとしてエッジライト
方式の場合について説明したが、他の方式のバックライ
トを使用しても上記同様の効果が得られる。
【００２６】
【発明の効果】本発明は、上述のとおり、透明基板（ガ
ラス基板）上面の遮光領域部分に、光源からの入射光を
反射させる反射膜を設けので、以下に記載する効果を奏
する。
【００２７】（１）表示輝度を低下させることなく、表
示用光源であるバックライトの消費電力を下げることが
できる。そのため、光源の電源が電池の場合、電池が長
持ちする。
（２）バックライトの消費電力を上げることなく、表示
画像を明るくすることができる。
（３）液晶表示デバイス単体の構造変更のみであるた
め、光源の構造変更をする必要がない。
（４）パターン追加のみで対応できるため、表示デバイ
スの外形寸法の変化が殆どない。
（５）従来の作成プロセスを流用し作成することが可能
なため、外部に同様な反射層を貼り付ける方法と比較し
て、非常に高い精度で反射板を作成できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態1に係る透過型、反射型併用
液晶表示装置の断面構成図。
【図２】同液晶表示装置の透過表示部、反射領域説明
図。
【図３】同液晶表示装置の反射光説明図。
【図４】本発明の実施形態２に係る透過型液晶表示装置
の断面構成図。
【図５】同液晶表示装置の透過表示部、反射領域説明
図。
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【図６】液晶表示装置１画素の構造説明図。
【図７】薄膜トランジスタの断面構造説明図。
【図８】従来の透過型、反射型、半透過型液晶表示装置
の断面構成説明図。
【図９】従来透過型液晶表示装置の透過表示部、遮光領
域説明図。
【図１０】従来透過型、反射型併用液晶表示装置の透過
表示部、遮光領域説明図。
【符号の説明】
１…画素側のガラス基板（透明基板）
２…反射膜（反射板）
３…絶縁膜
４…画素電極
４ａ…画素透明電極
４ｂ…画素反射電極 *
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*５…ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）
６…ゲート配線
７…ソース配線
8…配光膜
９…偏光板
１０…液晶（液晶層）
１１…対向ガラス基板
１２…対向透明電極
１３…カラーフィルタ
１４…ブラックマスク（遮光膜）
１５…配光膜
１６…偏光板
２０…光源装置
２１…光源
２２…反射板

【図１】

【図２】

【図３】

【図５】

【図７】
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【図４】 【図６】

【図８】

【図９】 【図１０】
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